electronic

GF 105

Germanium-pnp-Hochfrequenztransistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11 811 fiir Ver-
stéirker-, Misch- und Oszillatorstufen.
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Masse ca. 0,4 g
Waérmewiderstand Rinja = 0,5grd/mW
Grenzwerte; giiltig fir den Betriebstemperaturbereich
Kollektor-Basis-Spannung -Ueeo = 15V
Emitter-Basis-Spannung ~Ueso = 10V
Kollektorstrom -le == 15 mA
Emitterstrom le = 15mA
Basisstrom -Is = 5mA
B = 75°C

Sperrschichttemperatur
Betriebstemperaturbereich

—25°C bis +65°C
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Statische Kennwerte Min. Typ Max.
Kollektor-Basis-Reststrom -lcso 1.5 uA 10 pA
-Ucs = 6V
Kollektor-Basis-Reststrom -lceo 50 A 500 pA
-Ucs == 15V
Koliektor-Emitter-Reststrom -lceo 200 pA 600 pA
-Uce = 6V
Kollektor-Emitter-Reststrom ~lces 25 puA
-Uce = 6V
Emitter-Basis-Reststrom -leso 50 uA 500 pA
-Ues = 10V
Dynamische Kennwerte
Grenzfrequenz fh21b 7 MHz 10,5 MHz
-Uce = 6V
-le = T mA
f = 3 MHz
KurzschluBstromverstéarkung h21e 20
-Uce = 6V
-l = 2 mA
f = 1 kHz
Rauschmafl F 11 dB 15 dB
-Uce = 6V
lc = 0,5mA
= 2 MHz
of = 10 kHz
tg = 1 kQ
Jierpolparameter gite 0,7 mS 3,3 mS
C11e 110 pF 250 pF
-Uce = 6V -g12e 2 uS 5 uS
-le = 0,5 mA -Ci2e 7 pF 14 pF
f = 2 MHz lyz1el 10 mS 16 mS
g22e 30 uS 250 uS
Caze 29 pF 35 pF

Bestellbeispiel fiir einen Transistor

Transistor GF 105
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